先端ナノパターニング材料・プロセス

国際ワークショップ

大阪大学　産業科学研究所　田川　精一

早稲田大学　理工学術院・総合研究所　鷲尾　方一

謹啓

半導体デバイスの微細化は進展を続けており、本年はMPU・DRAMデバイスでは32nm、NANDフラッシュデバイスでは22nm以下のそれぞれ最小ハーフピッチパターンが求められています。2015年にはそれぞれ22nm、16nm、2018年にはそれぞれ16nm、11nmの最小ハーフピッチパターンが予定されており、次世代リソグラフィの開発加速が急務となっています。今後、極微細化技術ではますますトップダウンとボトムアップ科学技術の融合が重要になってゆくと思われます。EUVリソグラフィ、自己組織化（Directed Self-Assembly：DSA）リソグラフィはこれらの期待に応えるべき次世代リソグラフィとして開発が進められています。EUVに用いるレジストは光化学の知識ベースから放射線化学の知識ベースへという基礎基盤の大変換があり、まだ研究開発の余地が多く残っています。またDSAはブロックコポリマー等の材料が支配する要因が多く、基礎技術の確立が必要です。合わせてこれらの材料をどのようにリソグラフィに適合していくかも重要です。

以上の背景から、このたびEUV、DSAの先端ナノパターニング材料及びプロセスに特化した国際ワークショップを開催することになりました。この分野で現在活躍している中核研究者を国内外から集めて、議論を深めることにより、世界でのこれらの技術の加速を目的としています。

　是非ご参加していただき、活発な議論をいただけますようご案内申し上げます。

敬具

記

日程：平成24年7月3日（火）、4日（水）

　　　　　7月3日　13:00～18:10：国際ワークショップ、18:30～20:30：懇親会

　　　　　7月4日　9:00～17:20：国際ワークショップ

場所：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田1－20－14　 早稲田大学国際会議場

主催：早稲田大学　理工学術院・総合研究所　理工学研究所

共催：JST/CREST「極微細加工用レジスト研究とプロセスシミュレーターの開発」、
大阪大学　産業科学研究所　田川研究室、早稲田大学　理工学術院・総合研究所　鷲尾研究室

協賛：応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会、フォトポリマー懇話会、ラドテック研究会

会費：国際ワークショップ参加費 5000円、懇親会費5000円

お申し込み方法：別添参加申込書にご記入の上、下記申し込み先のe-mailアドレスまで

ご送付下さい。参加費、懇親会費は当日受付にてお支払いください。
お申し込み、お問い合わせ先：

大阪大学　産業科学研究所　ビーム応用フロンティア研究分野（田川研）

　（担当：遠藤政孝）  e-mail : endo-m[a]sanken.osaka-u.ac.jp　（[a]を@に置き換えてください．）
　　　　　　　　　　　HP：http://imnc.jp/japanese2012.html 内のリンクに掲載
先端ナノパターニング材料・プロセス国際ワークショップ参加申込書
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International
Advanced Nanopatterning   Materials and Processes                        Workshop
July 3-4, 2012
Waseda Univ.  Int. Conference Center

Tokyo, JAPAN

Sponsored by
Research Inst. Sci. Engineering, Waseda University
Co-Sponsored by 
JST/CREST
Tagawa Lab., Osaka Univ. 
Washio Lab., Waseda Univ.
In Cooperation with
Professional Group of Next Generation Lithography
as part of the Japan Society of Applied Physics

The Technical Association of Photopolymers, Japan
RadTech Japan

Technical Program
July 3（Tue.）

12:00～      　 Registration

13:00～13:20 　 Opening Address and Workshop Overview
S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2JST/CREST)
13:20-14:00 “Nanoparticle Photoresist Patterning from HfO2 and ZrO2”[Keynote Lecture] 

C.Ober (Cornell Univ.)
14:00-14:20 “Extreme Ultraviolet (EUV)-Resist Material Based on Noria (Water Wheel-like Macrocycle ) Derivatives” 

H.Kudo (Kansai Univ.) 

  14:20-14:40 “EUV Negative Resist using Thiol-Ene Systems - A Study of Mechanism” H.Okamura, N.Hiraoka, M.Shirai (Osaka Pref. Univ.)

 14:40-15:00 “EUV resist research at the Center for EUVL” 

T.Watanabe, T.Harada, H.Kinosita (Univ. Hyogo) 
15:00-15:20 “Fundamental study on characterization of resist outgassing for EUV and EB”
N,Sugie1, T.Takahashi1, K.Katayama1, I.Takagi1, Y.Kikuchi1, E.Shiobara1, H.Tanaka1, S.Inoue1, T.Watanabe2, T.Harada2, H.Kinoshita2 (1EIDEC, 2Univ. Hyogo)
15:20-15:50    Break

15:50-16:30 “Fluorine-Stabilized Acid Amplifiers for Use in EUV Lithography” [Keynote Lecture]
K.Hosoi1, B.Cardineau2, S.Kruger2, K.Miyauchi1, R.Brainard2 (1Central Glass, 2Univ. Albany) 
16:30-17:10 “Nano Revolution by EUVL and Lithography Extension” [Keynote Lecture]
T.Higashiki (Toshiba)
17:10-17:30 “Study on Resist Performance of Some Polymer Bound/Blend Photo-acid

Generator Resists”
D.Tuan1,2, H.Yamamoto1,2, A.Oshima1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 
2JST/CREST)
17:30-17:50 “Radiation Induced Decomposition Mechanisms of High-Sensitivity

Chlorinated Resists”
T.Oyama1,2, K.Enomoto3,4, Y.Hosaka1, A.Oshima3,4, M.Washio1, S.Tagawa1,3,4 

(1Waseda Univ.,2Japan Atomic Energy Agency, 3Osaka Univ., 

4JST/CREST)
17:50-18:10 “Electron Scavenging and Electron Transfer Reactions of Some
Pinanediol Monosulfonate Acid Amplifiers: Pulse Radiolysis Study”
R.Joshi1,2, K.Enomoto1,2, A.Yoshizawa3, K.Arimitsu3, M.Endo1,2, 

S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2JST/CREST, 3Tokyo Univ. Sci.)
18:30～20:30　Banquet

 July 4（Wed.）








8:30～      　 Registration
9:00-9:40  “Single-Nanometer Template Processes through Liquid Crystalline Block Copolymer Film” [Keynote Lecture]

             T.Iyoda, K.Kamata, M.Komura, H.Komiyama (Tokyo Inst. Technol.)
9:40-10:00 “Chemical epitaxy of POSS-containing block copolymer for single-digit nano pattern formation” 

H.Yoshida1, Y.Tada1,2, H.Mikami3, M.Sato3, T.Hayakawa3, H.Hasegawa2 (1Hitachi, 2Kyoto Univ., 3Tokyo Inst. Technol.)

  10:00-10:20 “Graphoepitaxy of Diblock Copolymers for Lithographic Application”
T.Yamaguchi1,2, H.Yamaguchi1, T.Iyoda2 (1NTT, 2Tokyo Inst. Technol.)

10:20-10:50 “Geometric Control of Chemically Nano-patterned Substrates for Feature Multiplication Using Directed Self- Assembly of Block Copolymers” 

P.Delgadillo1, R.Gronheid2, C.Thode1, P.Nealey1, H.Wu3, Y.Cao3, M.Neisser3, M.Somervell4, K.Nafus4 (1Univ. Wisconsin, 2IMEC, 3AZ Electronic Materials, 4Tokyo Electron America)
10:50-11:20    Break

11:20-11:50 “LER Limitations of Resist Thin Films” [Invited] 

B.Cardineau1, W.Earley1, T.Fujisawa2, K.Maruyama3, M.Shimizu2, S.Sharma3, K.Petrillo4, R.Brainard1 (1Univ. Albany, 2JSR, 3JSR Micro, 4SEMATECH)
11:50-12:10 “Update of ASML's EUV platform progress” 
J.Miyazaki (ASML Japan) 

12:10-12:30 “Advanced lithographic material development toward sub-20nm 

half-pitch resolution”
T.Kimura1, K.Hoshiko2, K.Maruyama3, T.Kawakami1, M.Shimizu1, 

Y.Yamaguchi1 (1JSR, 2JSR Micro Inc., 3JSR Micro NV.)

12:30-12:50 “EUV resist materials for 16nm and below half pitch application”
H.Tsubaki (Fuji Film)
12:50～13:50　 Lunch
13:50-14:20 “Top-down Meets Bottom Up: Directed Self-assembly of Block Copolymers with Photoreactive Segments”[Invited] 

C.Ober (Cornell Univ.) 
14:20-14:40 “Fabrication of bit patterned media using directed self-assembly”
N.Kihara, R.Yamamoto, N.Sasao, T.Shimada, A.Yuzawa, T.Okino, Y.Ootera, Y.Kamata, A.Kikitsu (Toshiba)
14:40-15:00 “Overview of DSA Lithography Progress for Semiconductor Application”
S.Nagahara (Tokyo Electron)
15:00～15:30　 Break

15:30-15:50 “Theoretical Study of Exposure Latitude of Chemically Amplified 
Resists Used for Extreme Ultraviolet Lithography” [Invited]
T.Kozawa1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2JST/CREST)
15:50-16:10 “Reactions of Some Polymer Bound/Blend Photo-acid Generators with 
Solvated Electrons and Negative Ions: Pulse Radiolysis Study”
S.Enomoto1,2, S.Tagawa1,2 (1Osaka Univ., 2JST/CREST)
16:10-16:30 “Dissolution Characteristics of EUVL Resist by High Speed AFM”
J.Santillan, T.Itani (EIDEC)
16:30-16:50 “The Biological Application of Patterned Polymer Brushes” 
L.Welch, C.Ober (Cornell Univ.)
16:50-17:10 “Prediction of resist sensitivity for extreme ultraviolet lithography

at 6.x nm wavelength”
 T.Oyama1, A.Oshima2,3, M.Washio4, S.Tagawa2,3,4 (1Japan Atomic Energy Agency, 2Osaka Univ., 3JST/CREST, 4Waseda Univ.)
17:10～17:20   Closing Remarks

 M.Washio (Waseda Univ.)

